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Mitsubishi Electric utvikler teknologi for omformere med hgy stramtetthet
og innebygde komponenter
Vil bidra til & redusere starrelsen pa stramelektronikkutstyr

TOKYO, 25. mars 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har
utviklet en ny teknologi for & integrere stramenheter, passive komponenter, sensorer og andre innebygde

komponenter i det samme substratet som selskapet brukte i en 100 kW (kontinuerlig) toveis
DC-DC-omformer for & oppné det man tror er verdens mest strgmtette” stramomformer, klassifisert som
136 KWI/L, eller atte ganger mer stramtett enn konvensjonelle omformere. Den nye teknologien forventes a
bidra til reduksjon i starrelsen pa stremelektronikkutstyr.

“ I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 25. mars 2020

Bypass-kondensator SiC-MOSFET

: Komponenter
Portdriver inneg;l)gd i substrat

En blokk i omformeren Full omformer

Demonstrasjon av den nye 136 kW/L stramomformeren (24 x 18 x 1,7 cm) med hgy stremtetthet
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Viktige funksjoner

Mitsubishi Electrics nye integreringsteknologi gjer det mulig & redusere den parasittiske induktansen til
vekslingsstramslgyfen til mindre enn 1/10 av starrelsen pa konvensjonelle omformere. Den resulterende rene
vekslingen gjor det mulig med hgyhastighetskommunikasjon for hgye driftsfrekvenser i silisiumkarbid
(SiC)-felteffekttransistorer med metalloksidhalvledere (MOSFET). Teknologien farer til betydelig mindre
passive komponenter, for eksempel reaktorer for stremutjevning og kondensatorer, som tar opp mye plass i

DC-DC-omformere.

Bakgrunn og detaljer

For & redusere starrelsen pa stramomformere som brukes i kraftelektronikkutstyr, er et av hovedmalene
reaktorer. Mitsubishi Electrics nye teknologi reduserer den parasittiske induktansen til vekslingsstramslayfen
til mindre enn 1 nH™", noe som resulterer i en hay driftsfrekvens som gjar det mulig & miniatyrisere reaktorer
for hgyere strgmtetthet.

 nano-Henry, der H er enheten for elektrisk induktans og n er enheten 10~°

Nar det gjelder konvensjonell teknologi for stremomformere, er den parasittiske induktansen til
vekslingsstramslgyfen stor fordi innkapslingen bestar av tradforbindelser og passive komponenter som
befinner seg utenfor dekselet (red linje i fig. 1 nedenfor). Veksling ved hgy hastighet med en stor parasittisk
induktans farer til betydelige spenningssvingninger (rad bglgeform i fig. 2), som kan skade strgmenheter og
gke stgynivaet. For & unnga disse problemene begrenses vekslingshastigheten med vilje (svart balgeform i
fig. 2), men lavhastighetsveksling er ineffektivt fordi tapet per kommutering er stort (fig. 3). I tillegg hindrer

begrenset hay driftsfrekvens starrelsesreduksjonen pa reaktorer i stremomformere.

Mitsubishi Electrics nye teknologi gjer det mulig & integrere komponenter i det samme substratet, noe som
reduserer den parasittiske induktansen til vekslingsstremslgyfen (red linje i fig. 4) til sub-nano-henry-nivaer
(mindre enn 1 nH). Derfor oppnar stremomformeren veksling ved hgy hastighet, en iboende og @nsket
funksjon i SIC-enheter (fig. 5). Siden omformeren kan brukes med hgy frekvens (fig. 6), kan passive

komponenter miniatyriseres med sa mye som 80 %.

Fremtidig utvikling

Ytterligere integreringsnivaer vil bli utforsket gjennom bruken av multifunksjonelle komponenter.
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Konvensjonell teknologi Integrert teknologi med

ved bruk av tradforbinding innebygde komponenter
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Begrenset hgy stramtetthet

Bidrag til miljget
Den nye teknologien vil bidra til & redusere plassen elektronisk utstyr opptar.

Hi#

Om Mitsubishi Electric Corporation
Med nesten 100 ars erfaring i & levere palitelige produkter av hgy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsfgring og salg av elektrisk og
elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og
satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr.
Mitsubishi Electric falger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og
miljgslagordet, Eco Changes (@ko-endringer), og bestreber seg pa a vere et globalt, ledende grent selskap
som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en inntekt pa 4519,9 milliarder yen (40,7
milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsaret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du ga til:

www.MitsubishiElectric.com

*Ved en valutakurs pa 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market

31. mars 2019.
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